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Utilizzo degli ossidi di silicio

Ossidi gate del MOS
Isolamento tra dispositivi
Isolamento tra livelli di
metallizzazione

Maschere di drogaggio
Passivazione dei dispositivi



Altri metodi di deposizione dell’ ossido
di silicio

* Anodizzazione in plasma
* (Ossidazione anodica
* Deposizione da fase vapore
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Reazioni

Reazione con ossigeno (ossidazione dry)

Reazione con vapor d’acqua (ossidazione steam)

Temperature di reazione 700-1200 °C



Reazioni

Scomposizione sulla silice

Hy0 4 Si— 0 —Si— Si— OH + OH = 53

Reazione con il silicio

98~ OH) + §i — i = 2(5i — 0 — iy + Ha+

Recupero dell’idrogeno con ulteriore reazione con la
silice
1

SHy +0 - 5i- OH - Si



Forno per ossidazione termica
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Modello di Deal and Grove
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Legge di Fick

F,=-D,VC
Ff dx =-D fdc
Fo=-D,(C, C)

D
- —5(C,~C)



Modello di Deal and Grove

* Legge di Henry
* Legge dei Gas Perfetti

F1 NP
F2 C=—A =
v . kT
F3 C, = HP, = HKTC
= | C =HKIC,
Iy =
aHkT
Zona staghante silicio
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Modello di Deal and Grove

* Legge di Fick per interfaccia 2

D
Fz = _(Co _Ci)
Xo
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Modello di Deal and Grove
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e Reazione interfaccia 3

173 = eri



Modello di Deal and Grove

 Allo stazionario
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Modello di Deal and Groove
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